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PROBLEMA 1: (Puntos 7) 

Calcular la ganancia en tensión, ganancia en corriente y la ganancia en potencia, La  impedancia  

de  entrada  y la  impedancia  de salida del  amplificador,   en el siguiente circuito  que  se muestra  

mas  abajo. 

El transistor tiene un β = 300 y es de silicio, Los condensadores son de valor 470uF. Y la frecuencia 

de la señal sinusoidal   es de 10KHz y una  amplitud de 1 voltio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROBLEMA 2.-  (5 Puntos) 

En el circuito de la figura los JFET tienen los parámetros Idss = 4 mA y VT = -2V. Determinar la 

corriente id y el voltaje Vgs1, y la tension VDS.   

Las  fuentes  son: Vdd = 10 V y Vss = -10 V. 
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Problema Nº 03:  (8 puntos) 

En  el  siguiente  amplificador con MOSFET a la entrada y BJT a la salida. 

a).-Calcular  el punto  de operación de  cada  uno de los transistores. 

a).- Calcular  AV = VO/Vi y la ganancia de corriente. 

Vi = sen (2 π 10
4
 t)  mvoltios.   

Para el  MOS: VT = -1.5V, Kproceso= 50 uA/V
2
, (W/L) = 1.  

Para el BJT: silicio  y β=150. 

R4= R5 =1M, R1 = 0.1K, R6=5K, C1=C2=C3=4.7uF. 
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